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Introduktion

- Falteffekttransistorer &r till skillnad fran bipolartansistorer
spanningsstyrda. En spanning pa gaten (styre) styr
utgdende strom. FET:ens storsta fordel jamfort med
bipolartransistorn &r dess héga ingangsresistans.
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JFET

« JFET star for Junction (6vergang) Field Effect Transistor.

« JFET:en kontrollerar ett stromflode p& utgdngen precis som
bipolartransistorn. Detta sker dock med en spanning pa ingangen
iséllet for en strom.

e JFET kan anvandas till férstarkning precis som bipolar.
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JFET

« In och utgdngarna ser dock lite annorlunda ut.
« De kallas for gate (styre), drain (kollektor) och source (emitter).

« JFET kan vara antingen n eller p, och da ar det kanalen genom gaten
man syftar pa.
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JFET

e Strommen kontrolleras av ett falt som
genereras Over den backspanda gate-
source dvergangen (gaten ar kopplad
till bagge sidor).

* Med hogre Vg expanderar faltet och
tjdanar som en resistans for kanalen.
Det betyder att Vg begrénsar
stbmmen genom Ry,

* Med l&g eller ingen Vg ar strommen
genom Ry pa sitt maximum.

— Voo
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JFET karakteristikor och parametrar

« Till att borja med kan vi kika pa fallet nar Vg = 0.
|, 6kar da proportionellt med Vp, (Vpg 0kar nar Vp, 6kar).
» Detta kallas "ohmic region”, ohmskt omrade.

x| o
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{a) JFET with Vi35 = 0V and a variable Vpe (Vop) {b) Drain chamclaristic
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JFET karakteristikor och parametrar

« Den punkt da I, slutar att 6ka fast att V, 6kar kallas pinch-off
spanningen.
« D& nar man den maximala drainstrommen |gs.

« Aven JFET har en genombrottsspanning efter detta omrade med
konstant strom.
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JFET karakteristikor och parametrar

» Har ser vi vad som hander nar Vg 0kar i amplitud.
— |p blir begransad.
— Pinch-off spanningen sjunker.
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= = = ™ Pinch-oft whan Vgg=—1V
(a) JFET biased at Vg = -1V (b) Family of drain characteristic curves
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JFET karakteristikor och parametrar

*  Nar Vg 6kar minskar I,

« Det omrade da ID &r konstant
. = .. A\,
och inte langre 6kar kallas cutoff _,
omradet. o

- Gate faltet expanderar har sa
mycket att praktiskt taget ingen
strdm kan passera.
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VN

JFET karakteristikor och parametrar

Kurvan har under illustrerar hur VGS kontrollerar ID fran cutoff
(Vs till pinch-off (V;,). Notera det kvadratiska sambandet.

Detta ger oss en formel for att rakna ut drainstrdmmen:

Ip=lpss (1 —Vgs/ VGS(off))2

I (ma)
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MOSFET

Star for Metal Oxide
Semiconductor Field Effect
Transistor.

En typ av falteffekttransistor,
men den har ingen riktig p-n
dvergang.

Gaten ar har isolerad fran
kanalen.

MOSFET ar mycket kansliga for
statisk elektricitet och maste
hanteras darefter.
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D-MOSFET

D-MOSFET kan faktiskt arbeta bade
i anrikningslage (lage = mode) och i
utarmningslage.

For att arbeta i utarmningslage gors
gaten mera negativt laddad, vilket
utarmar kanalen pa elektroner. Man
sager att kanalen blir smalare.
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D-MOSFET

For att arbeta i anrikningslage gor
man gaten istéllet positivt laddad,
vilket attraherar fler elektroner till
kanalen och mdjliggor ett battre
stromflode genom kanalen.

Detta géaller for nMOS. Fér pMOS blir
polariteterna omvéanda.
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(b) Enhancement mode: Vg positive
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E-MOSFET

* E-MOSFET kan bara arbeta i
anrikningslage. Gt

* Med en positiv spanning pa
gaten gors p-kanalen mera " L

{a) Basic construction {b) Induced channel (Vg > Vase)

ledande.
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MOSFET karakteristikor och parametrar

Eftersom MOSFET delar manga
karakteristikor och parametrar med
JFET kommer vi bara att titta pa
skillnaderna.

&
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MOSFET karakteristikor och parametrar

In

E-MOSFET bdrjar endast leda nar Vg
nér en troskelspanning Vg .- /

Drainstrommen kan beréknas med e
féljande formler: (a) n channel

K =1Ipen / (Ves - Vasn )? H
lpb = K (Vgs - VGS(th) )? n‘-\

(Ipony h@mtas frén datablad.) \

=
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FelsOkning

Om Vp = Vi en sjalv-biaserad JFET krets,
kan det vara flera olika avbrott. Det &ar en klar
indikation att ingen drainstrom finns. Mat pa
omgivande resistorer forst. Byt endast ut
FET:en om alla omgivande komponenter ar
okej.

Om V, é@r lagre an normalt i en sjélv-biaserad
JFET krets, ar ett avbrott i gatekretsen det
mest troliga. En lag drainspanning betyder att

mer strdm an normalt flyter genom drain. o

normal
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FelsO6kning

e | en noll-biaserad D-MOSFET eller
en drain-feedback biaserad E-
MOSFET, ar ett avbrott i
gatekretsen svarare att upptacka.
Kretsen kan se ut att vara ratt
biaserad med DC spanningar, men
kan faliera nar man lagger pa en

AC signal.
(a) Normal operation (b) Gate circuit open (canb
eithere
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»  Om vi har en E-MOSFET med spanningsdelad biasering sa ar det
lattare att hitta fel.

e Om det &ar avbrott i R, => ingen drainstrom => V =V
e Om det ar avbrott i R, => V, kopplad till gate => V=0

+Voo +Voo
R, OPEN Rp =
+Vop
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Sammanfattning

Falteffekttransistorer har tre terminaler: gate, drain och
source.

JFET har hog ingangsresistans eftersom den ar
backspand.

MOSFET skiljer sig genom att gaten &r isolerad fran
kanalen.

D-MOSFETs kan arbeta i bade utarmnings- och
anrikningslage. E-MOSFET kan bara arbeta i
anrikningslage.
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